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【緒言】フレキシブルディスプレイの基板として使用される材料はプラスチック等の熱拡散しに

くい材料であり、自己発熱によって熱が蓄積され TFT の劣化が起こるという問題がある．高信頼

性素子を実現するためには，熱による劣化のメカニズムを深く理解することが必要である．特に，

実デバイスの駆動電圧であるパルスによって発生した熱による劣化メカニズムを解明することは

重要である。本研究では将来の大面積のディスプレイを考えるにあたり，電荷移動度が比較的大

きく，大面積の形成が容易な酸化物 TFT のパルス電圧下での発熱による劣化メカニズムの解明を

目的とした． 

【実験】実験ではボトムゲート型 a-InSnZnO (ITZO) TFT を使用し，パルス電圧ストレス(波形は

各図中に表記)下の TFT の表面温度は発熱解析装置（Infra Scope Ⅱ）を用いて解析した．実デバ

イスの駆動電圧に近似したパルス電圧ストレスによって発生した熱による劣化メカニズムを議論

するための測定手法として、本研究では我々がこれまでに提案した疑似測定間隔を応用できると

考えた． 

【結果】実験結果を図 1, 2に示す．図 1 は各周波数における最高・最低発熱温度をプロットした

ものである．これより，周波数によって飽和最高発熱温度と最低飽和発熱温度をとる周波数(Ⅰ)，

最高・最低発熱温度に開きがある周波数(Ⅱ)，温度収束する周波数(Ⅲ)に分けられることがわかっ 

た．温度に開きのある周波数

と収束している周波数での

閾値電圧変化(ΔVth)との関連

-について調べたのが図 2 で

ある．図2は入力周波数10 Hz，

1000 Hz のパルス電圧印加時

の閾値電圧変化(ΔVth)であり，

これより，最高発熱温度が高

く周波数の低い 10 Hzのパル

ス電圧のほうが劣化が大き

いことを示唆する結果が得

られた． 
図 2  周波数とΔVth． 図 1.周波数と最高・最低発熱温度 
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